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はじめに 

我々は，超高真空（UHV）高周波マグネト

ロンスパッタリング法を用いてⅢ族窒化物半

導体のエピタキシャル成長を行っている．スパ

ッタリング法は非熱平衡状態における成長法

であるため，準安定相が成長層中に含まれてし

まうことが多くある． 

今回は，GaN層の成長において，N2/Ar反応

ガスの混合比や基板温度を変化させた際の結

晶構造の詳細について検討したので報告する． 

実験方法 

GaN 層の成長には，ターゲットに Ga(6-N)

を使用し，基板には 2 インチ径 α-Al2O3(0001)

を用いた．反応ガスには，Ar(6-N)と N2(6-N)

の混合ガスを用いた．成長した GaN 層の評価

には，電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM)やX

線回折(XRD)装置等を用いた． 

実験結果 

N2 ガス混合比を 20%としてガス圧力を

5mTorr で成長した GaN 層の表面 SEM 像を

Fig.1に，(10-12)面における XRDφスキャンパ

ターンを Fig.2に示す．GaN層表面には柱状の

構造が見られ，XRD パターンからは，6 回対

称のシャープなピークが現れているのが解る．

しかしながら，立方晶系の（200）面における

XRD φ スキャン測定を行ったところ，弱いピ

ークが見られており，立方晶系 GaN の存在が

示唆された．尚，詳細については当日報告する．  

 

Fig.1 成長した GaN層の SEM像 
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Fig.2 成長した GaN層の XRD 
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